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ARAHAN KEPADA CALON: 
Sila pastikan bahawa kertas peperlksaan ini mengandungl 5 muka surat 
bercetak dan ENAM (6) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan 1m. 
Jawab LIMA (5) soalan. 
Lukis gambarajah-gambaraJah berlabel yang kemas dan bersih. 
Jlka perlu. buat andatan untuk data-data tambahan. 
Agihan markah bagi seUap soalan dibertkan dl sut sebelah kanan sebagal 
peratusan darlpada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagl soalan . 
berkenaan. 
Jawab kesemua soalan di dalam Bahasa Malaysia. 
...2/-
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1. (al Lukiskan satu gambarajah berlabel yang menunjukkan pembinaan 
satu transistor dwlkutub n-p-n. Tunjukkan secara anggaran 
perbezaan dimensi-dimenst geometri dan ketumpatan-ketumpatan 
pengedopan. T!dak perlu penjelasan. 
(40010) 
fbl Berikan ~ersamaan-~ersamaan untuk ketij!a-Uga arus yang 
dlgunakan. Kemudlan. takrifkan alfa dan beta untuk transistor itu. 
(40%) 
(c) Satu jenis transistor-transistor yang tertentu telah ditentukan 
mempunyai nilai-nilai beta dalamJulat 50 ke 150. CarikanJulat 
untuk nUal alfa jenis transistor int. 
(2 ()%) 
2. Satu transistor n-p-n digunakan dalam satu litar pemancar sepunya 
dengan Vee = 12V dan Rc = 2. 5K. Pincangan diperolehi dengan 
menyambung satu perintang lOOK dart pengumpul ke tapak. Andaikan 
VSE=O.2V. 
(1) Lukiskan gambarajah l1tar bersama-sama dengan masukan a.u. dan 
voltan-voltan keluaran serta pemuat-pemuat sekatan A.T. 
(40%) 
(il) Apakah fungs! pemuat-pemuat sekatan A.T? Bagaimanakah kamu 
memUih pemuat-pemuat lni? 
(20%) 
... 3/-
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(Ui) Dalam litar dl atas, terbltkan satu persamaan untuk gans beban , 
AT. Terangkan garts beban A. U. 
(200k) 
(tv) Bagl1ttar dl atas, eartkan koordlnat untuk UUk pengendalian (atau 
UUk operasi). 
(20%) 
3. (a) Satu transistor n-p-n dtgunakan dalam litar pineang-d1rl 
(pemancar sepunya). Lukiskan litar prakUk 1m. Pertntang RE 
dipiraukan dengan satu pemuat bernilai besar, CEo Mengapa? 
(b) Bagi litar di atas, Utik pengendaUan adalah stabil. Berikan 
keterangan secara kualitaUr (I.e. tanpa menerbitkan 
formula -fonnula). 
(200Al) 
(e) Takrifkan faktor kestabilan arus. Bagllitar di atas, tunJukkan 
bahawa faktor kestabilan arus adalah 
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4. (a) Dengan menggunakan satu sentuhan Aluminium, satu pemuat MOS 
terbentuk di atas substrat sllikon-p. Lukiskan gambarajah .. 
gambarajah jalur untuk Aluminium, sUikon dioksida dan sUikon-p 
secara berasingan sebelum sentuhan dan semasa sentuhan, hila 
pemuat ini terbentuk. 
(30%) 
(bJ Terangkan semua aras tenaga yang penUng dalam gambaraJah-
gambaraJah d1 atas. TerangkanJuga arah bengkokkanjalur, 
J1kalau ada. 
(200/0) 
(c) Terangkan baga1mana cas-cas pos1tif dan negatif diseimbangkan 
dalam pemuat. Apakah punea-punea eas okslda? 
(200/0) 
(dJ Terangkan volt an jalur-rata. Dapatkan satu ungkapan untuknya, 
dan terangkan bagaimana untuk mengukurnya secara uJikaji. 
(300/0) 
5. (a) Huraikan eara kendaHan suatu transistor MOS salur N dengan 
dibekalkan punea-punea voltan luar. TerbUkan ungkapan-
ungkapan untuk IDS dalam fungsi-fungsi Vcs dan VDS. Nyatakan 




(b) Bagi transIstor MOS. takrtrkan rlntangan keluaran dan 
transkealiran (atau 'transconductance';. Carikan kuanUU-kuantiti 
ini dalam kawasan tepu dan kawasan lelurus. 
(400/0) 
6. TUllskannota-nota nngkas (lebih kurang dua muka surat)mengenal 
mana-mana dua dan benkut:-
(a) · Voltan ambang satu transistor MOS. 
(5()o~) 
(b) Transistor-transistor separuh pengal1r oksida logam pelengkap 
(CMOS). 
(50%) 
(c) Mana-mana satu tekn1k plncangan untuk litar-litar bersepadu 
lelurus monollt. 
(500A» 
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